
第二届半导体辐射探测器研讨会暨国际高层论坛 Second Workshop of
Semiconductor Radiation Detectors and International High Level Forum

Contribution ID: 8 Type: not specified

对三维沟槽电极硅探测器漏电流的仿真与模拟
我们主要研究了漏电流对三维沟槽电极硅探测器性能的影响。由扩散电流、产生电流和表面漏电流三
部分电流构成的探测器漏电流在不同情况下所受各种电流影响不同。漏电流是影响探测器性能的一个
重要因素，在探测器的制造过程中，或者受到辐照以后，会在探测器中形成一系列缺陷，特别是在探
测器受到辐照以后，由于深能级缺陷引起的漏电流会显著增加，这是因为产生的缺陷能级在探测器中
作为产生中心与复合中心，促进了载流子的跃迁。在本文仿真中可以看出，随着在负极（沟槽壁）上
加的电压逐渐增大，漏电流会显著增大，直到漏电流达到饱和。在仿真中主要考虑的是产生电流的影
响，其大小主要由耗尽区域的体积决定。
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